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요약

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치(OELD)의 구조에 관한 것이다.

본 발명은 금속 배선과 TFT가 형성된 절연 기판과; 상기 절연 기판 상부에 형성된 보호막과; 상기 TFT와 콘택된 애

노드 전극과; 상기 절연 기판 전면에 걸쳐 상기 애노드 전극의 일부가 개구되도록 형성된 평탄화막과; 상기 애노드 전

극의 개구부에 형성된 EL 층과; 상기 EL 층 상부에 형성된 캐소드 전극을 포함하며, 상기 평탄화막은 1000~5000Å

의 두께로 하며, 상기 보호막은 유기 물질로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3

색인어

유기 보호막(Organic Passivation), OELD

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치의 단면도

도 2는 종래의 유기 전계 발광 표시 장치에 있어서, 단락 발생을 보여주는 SEM 사진

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 보호막을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치를 나타낸 단면도

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)

300; 기판 310; 완충층
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320; 활성층 321; 소오스(Source) 영역

323; 채널(channel) 영역 325; 드레인(drain) 영역

330; 게이트 절연막 340; 게이트 메탈

350; 층간 절연막 351, 355; 콘택 홀

361; 소오스 전극 365; 드레인 전극

370; 유기 보호막 375; 비아 홀

380; 애노드(anode) 전극 390; 평탄화막

400; EL 층 410; 캐소드(cathode) 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치(OELD; Organic Electroluminescence Display)에 관한 것으로, 더욱 상세하게

는 평탄화막을 얇게 형성하여 레이저 전사 불량을 방지하고 유기 보호막을 사용하여 단락 발생을 방지할 수 있는 유

기 보호막을 사용한 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 것이다.

이하 첨부된 도면을 참조하여, 종래의 기술에 대하여 설명한다.

도 1은 종래의 유기 전계 발광 표시 장치의 단면도를 나타낸다. 도 2는 종래의 유기 전계 발광 표시 장치에 있어서, 단

락 발생을 보여주는 SEM 사진이다.

도 1을 참조하면, 완충층(110)이 형성된 절연 기판(100) 상에 폴리 실리콘막으로 된 활성층(120)을 형성한다. 기판 

전면에 게이트 절연막(130)과 게이트 메탈을 증착하고, 게이트 메탈을 패터닝하여 게이트 전극(140)을 형성한다. 게

이트 전극(140)을 마스크로 이용하여 불순물을 도핑하여, 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)을 형성한다. 그리고,

상기 활성층(120) 중 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125) 사이의 영역은 채널 영역(123)으로 작용한다.

그 후, 층간 절연막(150)을 증착하고, 패터닝하여 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)의 일부를 노출시키는 콘택 

홀(151, 155)을 형성한다. 기판(100)의 전면에 금속층을 5000Å 정도의 두께로 증착한 후, 사진 식각하여 소오스 전

극(161), 드레인 전극(165)과 금속 배선(163)을 형성한다. 소오스 전극(161)과 드레인 전극(165) 및 금속 배선(163)

을 포함하는 절연 기판(100) 전면에 보호막(170)을 CVD를 이용하여 증착한다.

보호막(170)에 드레인 전극(165)의 일부를 노출시키는 비아 홀(175)을 형성한다. 상기 절연 기판(100)의 전면에 IT

O를 증착한 후, 사진 식각하여 비어 홀(175)을 통해 드레인 전극(165)에 연결되는 애노드(anode) 전극(180)을 형성

한다. 그리고, 상기 절연 기판(100) 전면에 평탄화막(190)을 1㎛ 이상의 두께로 증착한다. 그 후, 사진 식각을 통해 애

노드 전극(180)의 일부를 노출시키는 개구부를 형성하고, 개구부의 상부에 EL 층(200)을 형성한다. 절연 기판(100) 

전면에 걸쳐 캐소드(cathode) 전극(210)을 형성한다.

상기 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 공정 중 EL 층(200)을 형성하는 방법은, 저분자 EL 층은 진공에서 증발기(Ev

aporator)를 이용하여 증착하는데 반해, 고분자 EL 층은 대기 중에서 코닝이나 잉크젯 방식 또는 레이저 전사법(LITI

)으로 증착한다. 평탄화막(190) 위에 레이저 전사법을 이용하여 고분자 EL 층을 증착시 평탄화막(190)이 1㎛ 이상으

로 두꺼울 경우에는 에지 부분에서 발광 폴리머의 전사(LEP transfer) 상태가 나빠져 평탄화막(190)의 에지 부분에

서 너덜너덜한 불량이 발생하는 문제점이 있었다.

한편, 레이저 전사법에 의해 고분자 EL 층 형성시 두꺼운 평탄화막에 의한 전사 불량을 방지하기 위해서는, 평탄화막

(190)을 통상 3000Å 이하의 두께로 형성하여야 한다. 이와 같이 3000Å 이하의 얇은 평탄화막(190)을 사용하는 경
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우에는, 고분자 EL 층의 레이저 전사 불량은 방지할 수 있지만, 금속 배선(163)의 에지 부 분에서의 단차 발생에 따른

단선 문제가 발생하는 문제점이 있다.

즉, 보호막(170)으로 SiN과 같은 무기막을 CVD 법으로 증착한 다음, 평탄화막(190)을 얇게 증착하게 되면, 무기 보

호막이 등각(conformal)하게 증착되어 금속 배선(163)의 에지 부분의 단차(A)가 그대로 반영되기 때문에 후속의 평

탄화막(190) 증착시 금속 배선(163)의 에지 부분의 단차부(A)에서 도 2에 도시된 바와 같이 평탄화막(190)이 상당히

얇게 증착되고 이에 따라 상기 애노드 전극(180)과 캐소드 전극(210) 사이에 단락이 발생하게 되는 문제점이 있다. 

비록 단락이 발생하지 않더라도 디스플레이가 작동될 때, 단차부(A) 에지에 전기장이 강하게 걸려 애노드 전극(180)

과 캐소드 전극(210)이 인접한 부분에서 단락이 발생하게 되어 불량을 초래하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 레이저 전사에 의한 전사 불량을 방지하고, 

금속 배선의 에지 부분에서의 단락 발생을 방지할 수 있는 보호막으로 유기막을 사용한 유기 전계 발광 표시 장치를 

제공하는 데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 금속 배선과 TFT가 형성된 절연 기판과; 상기 절연 기판 상부에 형성된 보호

막과; 상기 TFT와 콘택된 애노드 전극과; 상기 절연 기판 전면에 걸쳐 상기 애노드 전극의 일부가 개구되도록 형성된

평탄화막과; 상기 애노드 전극의 개구부에 형성된 EL 층과; 상기 EL 층 상부에 형성된 캐 소드 전극을 포함하며, 상기

평탄화막은 1000~5000Å의 두께로 하며, 상기 보호막은 유기 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 보호막을

사용하는 유기 발광표시 장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 보호막(organic passivation)을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치를 나타

낸 단면도이다.

도 3을 참조하면, 절연 기판(300) 상에 완충층(310)을 형성한다. 상기 완충층(310)의 상부에 비정질 실리콘을 증착하

고 결정화하여 폴리 실리콘막을 형성하고, 패터닝하여 활성층(320)을 형성한다. 상기 완충층(310) 상부에 게이트 절

연막 (330)을 증착하고, 그 위에 게이트 메탈을 증착한 다음 게이트 메탈을 패터닝하여 게이트 전극(340)을 형성한다

.

상기 게이트 전극(340)을 마스크로 이용하여 소정의 도전형을 갖는 불순물을 도핑하여, 소오스 영역(321)과 드레인 

영역(325)을 형성한다. 상기 활성층(320) 중 소오스 영역(321)과 드레인 영역(325) 사이의 영역은 채널 영역(323)으

로 작용한다.

그 후, 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 층간 절연막(350)을 증착하고, 패터닝하여 소오스 영역(321)과 드레인 영역(325)

의 일부를 노출시키는 콘택 홀(351, 355)을 형성한다. 상기 절연 기판(300)의 전면에 금속층을 5000Å 정도의 두께

로 증착한 후, 사진 식각하여 소오스 전극(361)과 드레인 전극(365), 그리고 금속 배선(363)을 형성한다.

그리고, 소오스 전극(361)과 드레인 전극(365) 및 금속 배선(363)을 포함하는 절연 기판(300) 전면에 CVD 방법을 

이용하여 통하여 유기 보호막(370, organic passivation)을 증착한다. 이 때, 유기 보호막(370)은 무기 보호막(inorg

anic passivation)과는 달리 하부 구조에 비등각(nonconformal)하게 증착되어 금속 배선(363)의 에지 부분에서의 단

차를 감소시켜 준다.

상기 유기 보호막(370)으로는 아크릴(Acryl), PI(Polyimide), BCB(Benzocyclobutene) 등과 같이 유동성이 있어 T

FT와 금속 배선(363)의 굴곡을 완화 시켜 단차(B)를 줄일 수 있는 물질을 사용하는 것이 바람직하다. 이 때, 유기 보

호막(370)으로 사용되는 물질 중 아크릴은 물질 고유의 유전상수가 낮으므로, 상대적으로 다른 유기 물질에 비하여 

기생 캐패시턴스가 작아 좀 더 두껍게 증착 할 수 있다.

본 발명의 실시예에서, TFT와 금속 배선(363)의 굴곡을 완화시키기 위한 유기 보호막(370)은 금속 배선의 1.5~6 배

가 바람직하며, 이 때, 금속 배선(363)의 두께는 5000Å이고, 유기 보호막(370)의 두께는 7500~30000Å으로 하는 

것이 바람직하다.
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상기 유기 보호막(370)에 드레인 전극(365)의 일부분을 노출시키는 비어 홀(375)을 형성한다. 상기 절연 기판(300)

의 전면에 걸쳐 유기 보호막(370)의 상부에 ITO를 스퍼터링(sputtering)으로 증착한 후, 사진 식각하여 비어 홀(375)

을 통해 드레인 전극(365)에 연결되는 애노드 전극(380)을 형성한다. 이 때, 유기 보호막(370)과 ITO 사이의 접착성

을 향상시키기 위하여, ITO 증착 전에 유기 보호막(370)의 표면을 O 2 나 Ar 플라즈마로 표면 처리를 할 수도 있다.

그리고, 상기 절연 기판(300) 전면에 평탄화막(390)을 증착한다. 본 발명의 실시예에서는 유기 보호막(370)의 증착에

따라 금속 배선(363)의 에지 부분에서의 단차(B)를 완화시켜 줄 수 있으므로, 평탄화막(390)의 두께를 얇게 하는 것

이 가능하다. 이 때, 상기 평탄화막(390)은 후속 EL 층의 레이저 전사 시 패턴 불량을 방지하기 위하여 1000~5000

Å의 두께로 증착하는 것이 바람직하다.

그 후, 사진 식각을 통해 애노드 전극(380)의 일부를 개구시키고, 개구부의 상부에 레이저 전사법을 통해 EL(400) 층

을 형성한다. 그리고, 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 상기 EL(400)층의 상부에 캐소드 전극(410)을 형성한다.

또한, 본 발명의 실시예에서는 보호막으로 단일의 유기막을 사용하였으나, SiNx, SiO 2 와 같은 CVD 무기막 상부에 

유기막을 코팅한 이중 보호막을 사용할 수 있다. 이때, 하부의 CVD 무기막은 0.1~0.5㎛의 두께로 증착하며, 상부 유

기막은 상기 금속 배선의 1.5~6 배 이상으로 하는 것이 바람직하다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명에 따르면, 유기 보호막을 사용함으로써 단차부의 굴곡을 완화시켜 평탄화막을 얇게 형성하

는 것이 가능하며, 레이저 전사법 전사 상태를 좋게 할 수 있고, 또한 단차부에서 발생하는 단락을 방지할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청

구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역 으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬

수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
금속 배선과 TFT가 형성된 절연 기판과;

상기 절연 기판 상부에 형성된 보호막과;

상기 TFT와 콘택된 애노드 전극과;

상기 절연 기판 전면에 걸쳐 상기 애노드 전극의 일부가 개구되도록 형성된 평탄화막과;

상기 애노드 전극의 개구부에 형성된 EL 층과;

상기 EL 층 상부에 형성된 캐소드 전극을 포함하며,

상기 평탄화막은 1000~5000Å의 두께로 형성하며, 상기 보호막은 유기 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기

보호막을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 상기 금속 배선의 1.5~6배의 두께로 하는 것을 특징으로 하는 유기 보호막을 사용하는 유기 전계 발광

표시 장치.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 아크릴, PI, BCB 등의 유기 물질을 사용하는 것을 특징으로 하는 유기 보호막을 사용하는 유기 전계 

발광 표시 장치.
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청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 유기 물질 하부에 형성된 무기 물질을 포함하여 적층 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 보호막을 

사용하는 유기 전계 발광 표시 장치.

도면

도면1

도면2
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摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示装置（OELD）的结构。本发明涉及平面化
膜，其厚度为1000~5000，在平坦化膜的开口部分形成电亮度层，并且
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